
Ga2O を Ga 源とした GaN 結晶成長における種基板表面状態の影響 

Effect of characteristics of seed surface on the GaN growth using Ga2O vapor 
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【はじめに】GaN ウエハの低コスト化には、大型かつ高品質のバルク結晶作製が重要である。我々
が行っている Ga2O を用いた気相成長では、排気系を詰まらせる副生成物が生成しないため、原
理的に長時間の育成が期待できる[1]。これまでに我々は、高濃度の H2ガスを用いて成長すること
で結晶性の劣化なく高速成長ができることを報告した[2]。しかしながら、更なる成長速度向上の

ため、Ga2O 供給分圧を増加させると、成長層の結晶性が悪化するという問題がある。そこで本研
究では、結晶性低下の要因が育成前の種基板表面状態にあると考え、表面処理プロセスと GaN 結
晶の結晶性、成長速度の関係を調べたので報告する。 

【実験】種基板として HVPE 製自立 GaN 基板を用いた。種基板表面は機械研磨処理(Mechanical- 

polishing(MP), Full width at half maximum (FWHM) of (0002) GaN XRC:～159 arcsec)およびChemical- 

mechanical-polishing(CMP)処理(FWHM of (0002) GaN XRC:76-101 arcsec)されたものを使用した。そ
れぞれの基板を、N2雰囲気(N2:NH3=2:1)および H2雰囲気(H2:N2:NH3=1:1:1)の 2 種類の環境におい
て昇温を行い、15 分間育成を行った。詳細な温度プログラム及び各ガスのフローパターンを図 1

に示す。育成結晶の結晶性は(0002)GaNの X 線ロッキングカーブ FWHM により評価した。 

【結果】4 つの異なる表面処理（(a)MP-N2 heating, (b)MP-H2 heating, (c)CMP-N2 heating, (d)CMP-H2 

heating）を行った種基板を用い、成長速度と成長層の X 線ロッキングカーブ FWHM の関係を調
査した結果を図 2 に示す。表面処理(a)- (c)を行った種基板を用いた育成においては、成長速度の

増加とともに FWHM の増加が見られた。一方で、表面処理(d)を行った種基板においては、種基
板のFWHMを維持したまま成長速度180 m/hで育成す
ることに成功した(FWHM=71 arcsec）。図 3 に育成前の
種基板表面状態を原子間力顕微鏡 (AFM) 及び
Cathodeluminescence(CL)にて評価した結果を示す。表面
処理(d)の基板は表面の平坦性が最も高く、また、研磨

由来のダメージが最も少ないことが明らかになった。 

 以上の結果から、育成前の種基板表面状態は成長層の
結晶性に大きく影響を与える要素であり、平坦かつ研磨
由来のダメージを除去した種基板を用いることにより
結晶性を悪化させることなく高速成長が可能になるこ
とが示唆された。 
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